
Fig. 1 MIS-CELIV current transients wave- 

forms of C6TBTAPH2 thin film 

 

Fig. 2 Alkyl chain length dependence of 

hole mobility of CnTBTAPH2 thin films 
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【緒言】テトラベンゾトリアザポルフィリン（TBTAP）誘導体は、塗布型有機薄膜太陽電池のド

ナー材料として有用[1]であることから、そのキャリア輸送機構の理解は重要である。TBTAP 分子

はカラムナー構造を形成し、そのカラム軸は基板に対し平行となるため、薄膜太陽電池において

基板垂直方向となるカラム間のキャリア輸送が支配的であると考えられる。そこで、本研究では

薄膜中のキャリア移動度の評価にMIS-CELIV法[2]を採用し、

アルキル置換 TBTAP（CnTBTAPH2）薄膜の正孔移動度を調

べ、置換基長に対する移動度の変化を明らかにすることで、

TBTAP 誘導体薄膜中のキャリア輸送機構を検討した。 

【実験】ITO 付きガラス基板に絶縁層として MgF2を 100 nm

真空蒸着した。その上に CnTBTAPH2 (n=5, 6, 7, 8)を 300 nm

程度の膜厚でスピンコートした。最後に正孔輸送層として

MoO3を 3 nm、対向電極として Au を 40 nm 真空蒸着するこ

とで素子を作製した。この素子に逆バイアスのオフセット電

圧 Voffを 0～−5 V 印加した後、順バイアスの鋸波電圧を印加

し過渡電流波形を観測することで正孔移動度を評価した。 

【結果と考察】置換基長 n=6 の C6TBTAPH2薄膜についての

過渡電流波形を図 1 に示す。素子のキャパシタンスによる電

流成分 j0と、キャリア抽出に由来する電流成分 Δjで構成され

た、MIS-CELIV 法特有の波形が得られた[3]。異なる置換基長

についても同様の実験を行い、正孔移動度を算出した結果を図 2

に示す。正孔移動度は置換基長に伴って減少することがわかった。カラム間方向の分子間距離は

置換基長に依存して長くなることを考慮すると、図 2 は分子間の電荷移動に基づくホッピング伝

導を反映していると考えられる。また、温度に対する正孔移動度の変化を調べ、活性化エネルギ

ーの観点から議論した。詳細は当日発表する。 
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